
ERICA

Clusteranlage für komplexe Beschichtungs- 
und Strukturierungsprozesse im Vakuum
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Clusteranlage ERICA 

Mit der Clusteranlage ERICA können komplexe Prozessketten 
im Vakuum simuliert werden. Dadurch ist es möglich, kosten-
günstig Technologieentwicklung und Machbarkeitsstudien 
von Beschichtungs- und Strukturierungsschritten in beliebiger 
Reihenfolge durchzuführen. Die fünf Kammern der ERICA 
sind mit Technologien zur Vorbehandlung der Substrate, zur 
Vakuumbeschichtung sowie zur Oberflächenmodifikation und 
-strukturierung ausgerüstet.  

Das Transportsystem der ERICA ist für Flachsubstrate (Silizium- 
Wafer, Glasscheiben, Folien usw.) mit einem Durchmesser von 
8 Zoll und einer maximalen Dicke von 3,5 mm ausgelegt. Die 
Flexibilität der Versuchsanlage ist eine ideale Voraussetzung für 
die Technologieentwicklung komplexer Prozessketten, so zum 
Beispiel für die Herstellung von Solarzellen, von abrasions- 
beständigen und optischen Funktionsschichten aber auch für 
die Oberflächenstrukturierung und -modifizierung.

Beschichtung

Schicht- und Ober- 
flächenmodifikation,  

Strukturierung

Vor- / Nachbehandlung

 ▪ Sputterätzer
 ▪ vollkeramischer Heizer  
(bis 500 °C)
 ▪ Hohlkathode 
(200 A / 20 kW)

 ▪ PED
 ▪ PECVD
 ▪ (reaktive) Elektronenstrahl- 
Hochratebedampfung 
(EB-PVD bis 45 kW) mit 
zuschaltbarer Plasma- 
aktivierung (bis 20 kW)
 ▪ (reaktives) Magnetron- 
Sputtern

 ▪ Präzisionselektronen- 
strahler (Fokusdurchmesser 
< 100 µm) mit  
x-y-Positioniertisch und 
Weitwinkelablenkung von 
± 20°

Interface-Schichten

z. B. dielektrische Schichten,  
Diffusionsbarrieren,  
Haftvermittler,  
Konversionsschichten

Funktionsschichten
z. B. Solarabsorber,  
Metallisierung,  
Hartstoffschichten,  
optische Schichtsysteme
Dotierstoffquellschichten

z. B. Reinigung von Wafern, Abtrag von Oxidschichten, Ätzung von 
Dotierstoff-Schichten

z. B. Vorwärmung von Substraten, Trocknung von Flüssigkeitsfilmen, 
Annealing von TCOs, Schichtaktivierung

Deckschichten
z. B. Griff- und Korrosions-
schutzschichten, 
Passivierungsschichten,  
ARC / TCO-Schichten

Perforieren / Schneiden

z. B. monolithische Verschaltung 
von Dünnschichtsolarzellen, 
Abgleich elektrischer  
Bauelemente, Perforieren von  
Polymer- und Metallfolien 

Gravieren

z. B. ID-Markierung,  
Gravieren von Werkzeugen, 
Electron Beam fired Contacts 
(EBFC), Strukturierung von  
Metallschichten

Modifizieren

z. B. flächiges und selektives 
Dotieren von Solarzellen,  
Rekristallisieren von amorphem 
Silizium, Schichtaktivierung, 
Sintern von Partikeln

Strukturierendes
Beschichten / Ätzen

Elektronenstrahl-Lithografie,
maskierte Beschichtung,
Elektronenstrahl-induzierte  
Beschichtung (EBID),
Elektronenstrahl-induziertes 
Ätzen (EBIE)

Sputterätzen Heizen / Tempern / Ausheilen

Technologische Möglichkeiten der Clusteranlage ERICA

Elektronenstrahl-strukturierter Dünnschicht-

widerstand, zum Größenvergleich auf einer 

Fingerkuppe

Solarzellen-Modul gepulster Elektronenstrahl zur Ablation von 

Material
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Anwendungen 

Beschichtungs- und Strukturierungsaufgaben bei der Her-
stellung von Solarzellen, zum Beispiel für die Herstellung 
von Kontakt-, Barriere- und Passivierungsschichten, Anti- 
reflex- und transparent-leitfähige Oxid-Schichten sowie für 
die Realisierung monolithischer Verschaltung
Beschichten und Gravieren von Kleinteilen  
(z. B. Werkzeugen)
Metallisieren von Kunststoffen für dekorative und 
EMV-Anwendungen
Strukturierte Polymervernetzung für gedruckte 
Leiterbahnen

Unser Angebot 

Technologieentwicklung und Machbarkeitsstudien für  
komplexe Vakuumprozessketten zu geringen Einstiegspreisen
Vielfältige Vor- und Nachbehandlungsverfahren, sowie 
unterschiedliche Beschichtungs- und Strukturierungs- 
technologien synergetisch in einer Anlage
Große technologische Variabilität und Anpassbarkeit  
an Ihre Prozesserfordernisse
Physikalisch-chemische Vorreinigung mit Ultraschall- 
Reinigungsanlage
Prozessbegleitende Analytik
Pilotfertigung möglich

Schema der Clusteranlage ERICA

Oberflächenmodifikation durch Präzisions- 

Elektronenstrahler mit Weitwinkelablenkung

Sputterprozess mit Rundmagnetron Elektronenstrahl-Hochrate- 

Verdampfung
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Anlagenpartner

EB-Hochrate- 
bedampfung

Vor- und Nach- 
behandlung

Magnetron-/ PECVD- 
Beschichtung

Oberflächen- 
modifizierung, 
Strukturierung

PED-Präzisions-
beschichtung

Zentrale Transfer- 
kammer mit  

Handler

Schleuse
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